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非接触で通信を行う情報タグである RFID（Radio Frequency Identification）タグは、従来の

情報タグであるバーコードや QR コード等と比較した場合に、情報の記録容量が大きいこと、情

報が書き換え可能であること、表面の汚れに強いこと、同時読み取りが可能であることなどの利

点から様々な分野での応用が期待されている。[1, 2] しかしながら、そのコストがバーコード等と

比較して高く、ごく限られた分野で用いられるに留まっているのが現状である。 

 本研究では、13.56 MHz帯域の RFIDタグに内蔵されるループアンテナと変調素子である電界

効果トランジスタ（FET）について、大面積製造に適応可能で高スループットなナノインプリン

トリソグラフィー（NIL）を利用してフレキシブル基板上に高速動作可能な段差型FET素子（SVC-

FET）(Fig.1) [3]を作製し、その FET 特性を調査した。NIL により形成された段差部分(Fig.2)を

チャネルとする SVC-FET は簡易なプロセスによりサブミクロン程度の短チャネルが実現可能で、

ON電流の増大や高速動作が期待される。SVC-FETの活性層には 100℃以下の低温で成膜可能か

つ比較的高い移動度の報告されている酸化亜鉛(ZnO)を用いた。FET によるループアンテナを流

れる電流の変調は、ゲート電圧に依存したチャネル抵抗変化だけでなく並列容量の変化によって

も生じる。RFIDタグの変調素子への適用に向けて、SVC-FETのソース・ドレイン間に RFIDタ

グの帯域周波数の交流信号を印加した場合のソース・ドレイン間インピーダンスの測定を行った

結果についても述べる。 

 

Fig.1作製した SVC-FETの構造         Fig.2 NILによる段差構造の形成 
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